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 暫定版 データシート 

μPD166800 
シングル Nチャネル・ハイサイド・インテリジェント・パワー・デバイス 

概 要 
μPD166800は，チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するＮチャネル・ハイサイド・ドライバです。 

デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合には保護機能が働くとともに自己診断出力信号
を出力します。また出力端子のオープン状態を検知した場合も，自己診断出力信号を出力します。 

特 徴 
• チャージ・ポンプ回路内蔵 
• 低オン抵抗：Ron = 100 mΩ MAX. (VIN = VIH, IO = 1.0 A, Tch = 25°C) 
• ダイナミック・クランプ回路を内蔵 
• 電流制限回路および過熱保護回路内蔵 
• 負荷オープン検出回路内蔵 
• 自己診断出力回路内蔵 
• パッケージ：Power SOP 8 
 

オーダ情報 
オーダ名称 梱包仕様 パッケージ 

μ PD166800GR-E1-AY 注 Tape 2500 p/reel Power SOP 8 
μ PD166800GR-E2-AY 注 Tape 2500 p/reel Power SOP 8 
【注】鉛フリー製品（外部電極に鉛を含まない製品） 
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ブロック図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子接続図 
 Power SOP 8 

 

 
 

 

 

 

 

端子機能 
番 号 端子名 機  能 

1 IN 入力端子 
2 DIAG ダイアグ出力端子 
3 GND 接地端子 
4 OUT ハイサイド出力端子 
5 VCC 電源端子 
6 VCC 電源端子 
7 VCC 電源端子 
8 VCC 電源端子 
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絶対最大定格（特に指定のないかぎり TA = 25°C） 
項 目 略号 条 件 定格 単位 

電源電圧 VCC  –0.3～+35 V 
入力電圧 VIN VIN ≤ VCC+0.5V –0.5～+35 V 
入力電流 IIN  ±10 mA 
出力電流 IOA DC 1.5 A 
出力負耐圧 VOA フライバック時のクランプ電圧は除く VCC–45 V 
消費電力 注 PD TA = 25°C 1.0 W 
L負荷オフ時許容 
エネルギー(単発) 

EAS1 IOA = 1.5 A, VCC = 24 V,  
Tch, start ≤ 25°C 

195 mJ 

 EAS2 IOA = 1.5 A, VCC = 24 V,  
Tch, start ≤ 150°C 

82 mJ 

接合温度範囲 Tch  –20～+150 °C 
保存温度範囲 Tstg  –55～+150 °C 
DIAG出力電圧 VDIAG  7.0 V 
DIAG出力電流 IDIAG  10 mA 
【注】ガラスエポキシ基板（10 cm×10 cm，FR-4，銅箔面積 15％，銅箔厚 35 μm）実装時 
 

注意 各項目のうち 1項目でも，また一瞬でも絶対最大定格を越えると，製品の品質を損なうおそれがあり
ます。つまり絶対最大定格とは，製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を
越えない状態で，製品をご使用ください。 

 

推奨動作条件（特に指定のないかぎり Tch = –20～+150°C） 
項 目 略号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単位

電源電圧 VCC VIH = 3 V, VO = VCC−0.4V (RL = 48 Ω),  
VIL = 1 V, VO = 0.2 V (RL = 48 Ω),  
VDIAG = 0.5 V (IDIAG = 0.6 mA) 

10  32 V 

入力電圧 VIH VCC = 16～32 V 3  32 V 
 VIL  0  1.0 V 
出力電流 IOA VCC = 16～32 V 0  1.0 A 
DIAG出力電圧 VDIAG  0  7.0 V 
DIAG出力電流 IDIAG  0  0.6 mA
備考 本 ICは VCC ≤ 6 Vでは電源オンしません。 
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電気的特性（特に指定のないかぎり VCC = 10～32 V, Tch = 25°C） 
項 目 略号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単位

入力電圧 VIH  3  7.0 V 
 VIL  0  1.0 V 
入力電流 IIH1 VIN = 5.5 V 30  400 μA 
 IIH2 VIN = VCC 30  800 μA 
 IIL VIN = 0 V –10   μA 
電源電流 注 1 ICCH VIN = VIH   2 mA 
 ICCL VIN = VIL   0.2 mA 
出力リーク電流 IOH1 VIN = VIL, VO = VCC   2 mA 
 IOH2 VIN = VIL, VO = 4 V   400 μA 
 IOL VIN = VIL, VO = 0 V –40   μA 
DIAG出力ロウ・レベル電圧 VDIAG IDIAG = 0.6 mA   0.5 V 
DIAG出力リーク電流 IDIAG VDIAG = 7.0 V   10 μA 
負荷オープン検出値 VOIH VIN = 0 V, VDIAG変化点 (L → H)  4   V 
負荷接続検出値 VOIL VIN = 0 V, VDIAG変化点 (H → L)    1.45 V 
出力オン抵抗 RON VIN = VIH, IO = 1.0 A Tch = 25°C   100 mΩ 
   Tch = 150°C   180 mΩ 
過電流検出値 IS1 Tch = 0～150°C 1.5  9 A 
 IS2 VCC = 24 V, Tch = 25°C  6  A 
過熱検出値 注 2 Tth  (150)   °C 
オン時伝達遅延時間 tD(ON) RL = 48 Ω, VCC = 24 V   100 μs 
オフ時伝達遅延時間 tD(OFF)    160 μs 
ターン・オン時間 tON    200 μs 
ターン・オフ時間 tOFF    60 μs 
DIAG出力伝達遅延時間 tDpd    200 μs 
ダイナミック・クランプ電圧 VCL IO = –60 mA VCC–60  VCC–45 V 
異常検出時 出力発振周期 ts 過電流状態   8 ms 
 出力 On Duty DS   20 30 % 
【注】 1. OUT, DIAGの電流は含みません。 
 2. （ ）は参考値です。 

測定条件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真理値表 

 

項  目 VIN VOUT VDIAG

通常動作 H H H 
 L L L 
過熱検出 H L L 

 L L L 
過電流検出 H チョッピング L 

 L L L 
負荷オープン検出 H H H 

 L H H 
 

50% 50%

tD(ON) tD(OFF)

90% 90%

10% 10%
tON tOFF

tDpd

90%

VIN

VOUT

VDIAG

50% 50%

tD(ON) tD(OFF)

90% 90%

10% 10%
tON tOFF

tDpd

90%

VIN

VOUT

VDIAG
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機能概要  

1. プリドライバ（チャージ・ポンプ回路） オン／オフ制御 

IN端子がハイレベル入力電圧（3.0 V以上）のとき，出力MOS（Nch）はオンします。 
 IN端子がローレベル入力電圧（1.0 V以下）のとき，出力MOS（Nch）はオフします。 
 また，ハイサイド側に接続された出力MOS (Nch) を駆動するために昇圧（チャージ・ポンプ）回路を内蔵
しています。 

 

2. 過電流保護機能 

負荷短絡などによる出力端子（OUT）への過電流を検知し，検出信号を制御回路へフィードバックします。 
 過電流が検出されると電流制限回路と制御回路の保護機能が動作し，出力は電流制限されたチョッピング
動作します。この時 DIAG出力はロウ・レベル状態となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 過熱保護機能 
出力MOS（Nch）の駆動等による過熱状態を検知し，検出信号を制御回路にフィードバックします。 
 過熱状態を検出すると制御回路の保護機能が動作し，出力をシャットダウンします。また，出力シャット
ダウン後に接合温度が低下した際には出力MOS（Nch）は自己復帰します。 
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4. 負荷オープン検出機能 

オフ（VIN = VIL）時に，OUT端子の負荷接続／オープン状態を検出します。 
負荷オープン検出機能を使用する場合，OUT端子を VCCにプルアップしてください。プルアップ抵抗の推
奨値は 5.1 kΩ±10%です。 
 ロウ・レベル入力電圧（1.0 V以下）を IN端子に入力することによって，負荷オープンが検出されます。
出力端子がオープンのとき，DIAG端子は Hi-Z（プルアップ：ハイレベル）を出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

備考 プルアップ抵抗の有無によって，そのほかの回路および電気的特性に影響はありません。 

 

5. 自己診断出力機能 

過電流検出回路，過熱検出回路および負荷オープン検出回路の検出信号により，DIAG端子から自己診断結
果を出力します。 

 

6. ダイナミック・クランプ回路 

L負荷駆動時の逆起電圧による過電圧破壊から，出力MOSならびに他回路を保護する回路です。 
OUT端子の印加電圧が出力クランプ電圧を越えると，出力MOSのドレイン－ゲート間に接続された定電圧
ダイオードがブレークダウンし，OUT端子の印加電圧をクランプします。 

 

 

 

 

 

 

 

タイミング・チャート 
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応用回路例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 1. DIAG端子は Nchオープン・ドレインとなっています。自己診断機能を使用する場合は，DIAG端子
を 5 V（マイコンなどの電源ライン）にプルアップしてください。 

   2. 負荷オープン検出機能を使用する場合，OUT端子を VCCにプルアップしてください。プルアップ抵 
抗推奨値は 5.1 kΩ±10%です。 
プルアップ抵抗の有無によって，そのほかの回路および電気的特性に影響はありません。 

   3. 下図の様に電源側の GNDに対し，ICの GNDと INが共にフローティング状態になると ICの出力が
ONする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. 本応用回路例は接続例であり，量産を目的としたものではありません。 
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特性曲線 (TA = 25°C) 
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 OUTPUT LEAKAGE CURRENT vs. 

AMBIENT TEMPERATURE 
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 TURN ON DELAY TIME vs. 
AMBIENT TEMPERATURE  

 TURN OFF DELAY TIME vs. 
AMBIENT TEMPERATURE 
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 RISE TIME vs. AMBIENT TEMPERATURE  FALL TIME vs. AMBIENT TEMPERATURE 
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 DIAG OUTPUT DELAY TIME vs. 

AMBIENT TEMPERATURE 
DYNAMIC CLAMP VOLTAGE vs. 
AMBIENT TEMPERATURE 
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過渡熱抵抗特性 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH 
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外形図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーピング仕様 
 キャリア・テープ内のデバイスの向きは 2種類 (E1, E2) あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

捺印仕様 
この図面は捺印項目と配置を示しています。ただし字形，大きさおよび位置の詳細を示すものではありま
せん。 
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改訂記録 μPD166800 データシート 
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